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A talalmany szerinti hékezelési eljaras célszerlien nemesitett vagy finomitott,
aluminiumot, sziliciumot és adott esetben tovabbi G6tvozdket vagy
szennyezbket, példaul magnéziumot, mangant, vasat és hasonlé elemeket
tartalmaz6é és eutektikus fazissal rendelkezép ontheté vagy alakithatd
otvozetbdl készilt targyak alakithatésaganak javitasara alkalmazhato, amikor
az eljaras soran a targyakat izzitjuk, majd pihentetjik. A talalmany szerint
gyorshbékezelésként az anyagot 400 - 555°C hémérsékletre hevitjik, 1,7 — 14,8
percig ezen a hoémérsékleten tartjuk, majd szobahémérsékletre torténd
kényszerh(itést végzunk. A talalmany szerinti, legalabb egy finomitdé 6tvozé
elemet és adott esetben tovabbi 6tvozdket vagy szennyezdket, példaul
magneéziumot, mangant, vasat és hasonl6é elemeket tartalmazé és eutektikus
fazissal rendelkezd, aluminium - szilicium o6tvozetbdl készilt targy eutektikus
fazisa oa - matrixbdl és szilicium kivalasbol all, ahol a szilicium kivalasok
szferoidizalt allapotiak és atlagos vagasi feltletiik (As) kisebb, mint 4 um?. Egy
masik valtozat szerint az eutektikus fazisban Iévé szilicium részecskék kozotti
szabad uthossz (As;), azaz egy négyzetes felllet és a fellleten 1évé szilicium

részecskék hanyadosanak négyzetgytke kisebb, mint 4 um. (4—-abra)-
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ALUMINIUM-SZILiCIUM OTVOZETBOL KESZULT TARGY ES HOKEZELESI
ELJARAS

A jelen taldlmany targya olyan hokezelési eljaras, amelynek soran
nemesitett vagy finomitott, alurhiniumot, sziliciumot és adott esetben tovabbi
otvozéket vagy szennyezéket, példaul magnéziumot, mangant, vasat eés
hasonlo elemeket tartalmazo és eutektikus fazissal rendelkezds onthetd vagy
alakithatd otvozetbdl készult targyak alakithatésaganak javitdsara a targyakat
izzitjuk, majd pihentetjik. A talalmany targya tovabba egy olyan, aluminium-
szilicium 6tvozetbd| készilt targy, amely legalabb egy finomitd 6tvozé elemet es
adott esetben tovabbi 6tvdézéket vagy szennyezoket, példaul magnéziumot,
mangant, vasat és hasonld elemeket tartalmazd és eutektikus fazissal
rendelkezd, aluminium-szilicium 6tvozetbdl készilt targy, tovabba amelynek
eutektikus fazisa az aluminium matrixbél és szilicium kivalasbol all.

Ismeretes, hogy az aluminium sziliciummal egyszerli -eutektikus
rendszert alkot, ahol az eutektikus pont 12,5 tomeg% szilicium koncentracional
és 577 °C homérsékletnél talalhato.

Ha az otvézethez magnéziumot adunk, az legfeliebb 0,47 témeg%
mértékig, korilbeltl 550 °C hémérsékleten az alfa aluminium matrixban oldédik,
és hokezeléssel, valamint az ez altal keletkezett Mg,Si kivalasokkal jelentbs
szilardsagnovekedés érhetd el.

Egy aluminium-szilicium-magnézium olvadék lehitésekor a maradék
olvadék eutektikusan tud megdermedni, ahol a szilicium durva lemezek
formajaban valik ki. Régoéta ismeretes, hogy az ilyen otvozetekhez natriumot
vagy stronciumot adagolnak, és ezaltal a dermedés soran a szilicium kristalyok

novekedését megakadalyozzak. Ezt a folyamatot nemesitésnek, illetve
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finomitasnak nevezik, és a mechanikai tulajdonsagok, kuléndsen a nyulas

novelésére alkalmazzak.
Az ilyen féltermékek, illetve az aluminium 6tvézetekbél készilt targyak

tulajdonsagai hokezeléssel jelentésen befolyasolhaték. A kulénb6zé
hokezelések az EN 515 szamu eurdpai szabvanyban vannak definialva, ami
szerint az F eléallitasi allapotot, a T stabil allapotra hdkezelt allapotot jelent.
Ezen belil a hékezeléssel elért dllapotot a T utan it szamok jelzik. A

tovabbiakban a jelen leirasban ezek kozul az alabbi jeléléseket fogjuk

hasznalni:
F - eléallitasi allapot
TS - az eldallitasi hdmérsékletrol edzett és melegen pihentetett
anyag
T6 - oldé izzitassal kezelt és melegen pihentetett anyag
T6x - a talalmany szerint hékezelt
T4x - a talalmany szerinti h6kezelt anyag

Az ilyen jellegi aluminium-szilicium o6tvézetbdl készult targyak ipari
alkalmazhatdsaga jelentésen fiigg egyfeldl az anyag tulajdonsagaitol, masfeldl
pedig az elballitasaval jaro koltségektdl, illetve a gazdasagossagi tényezoktol.
Ez utobbi vonatkozasaban jelentdsége lehet példaul kulonésen a magas
hémérsékleten hosszabb ideig végzett izzitdsok soran szikséges folyamat
kovetésnek, vagy példaul az esetleg fellépé un. gravitaciés kuszas
jelentéségenek.

Alapjaban véve az mondhaté, hogy egy aluminium-szilicium 6tvézet az
F allapotban viszonylag kis szilardsaggal (Rp) és viszonylag magas szakitasi
nyulassal (A) rendelkezik.

Egy T5 jeli hokezelés esetén, amikor az anyagot az elGallitasi
hémérsékletrél gyorsan hiitik, majd melegen pihentetik, példaul 155-190 °C
hémérsékleten, 1-12 6ran at, a kapott szilardsagi értékek (Rp,) magasabbak
lesznek, viszont a szakitasi nyulasok (A) alacsonyabbakka valnak.

Egy T6 jeli hékezelésnél, amikor is példaul 540 °C hémérsékleten 12
oras izzitast végzink, majd az anyagot melegen pihentetjik, a szilardsag
jelentésen megnd, és ugyanakkor a mintdk szakitasi nyulasa, illetve

képlékenysége magas értéken marad, és 6sszehasonlithaté az F hokezeléssel
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elért értékekhez. A hossz( idejl izzitas lehetévé teszi példaul a magnézium
atomoknak az anyagba torténd kedvezé diffundalasat, aminek kovetkeztében a
gyors h(ités és pihentetés utan az anyag egyenletesen eloszlott finom Mg,Si
kivalasokat tartalimaz az o Al matrixban és ezek az anyag szilardsagat
jelentésen novelik.

A magas hémérsékleten, hosszu ideig végzett oldé6 hdkezeleseknek
azonban, mint korabban mar emlitettik, tobb hatranya van. llyenek a
gravitaciés kaszas, valamint a koltséges hoémérséklet-idé igény. Ezért
legtdbbszor gazdasagossagi okokbol nem alkalmazzak a T6 jell hokezelést, es
lemondanak a magas szilardsagi és j6 képlékenységi értékekrél. A T5
hokezeléssel elérhetdé gyengébb anyag tulajdonsagokat adott esetben a
konstrukcios valtoztatasokkal lehet kompenzalni.

A jelen talalmany célja olyan gazdasagos hoékezelés kialakitasa,
amellyel az ilyen anyagok képlékenysége |ényegesen novelhetd anélkul, hogy a
szilardsagi értékek jelentésen csokkennének a T6 jelli hbkezeléshez kepest. igy
a szilardsagi értékek nem romlanak jelentésen a T6 jeli hdkezeléssel
elérhetéhdz képest, ugyanakkor Iényegesen nagyobb képlékenység érhetd el,
mint a T5 jell hdkezeléssel.

Célunk volt tovabba a taldlmannyal egy olyan mikroszerkezet
kialakitdsa az aluminium-szilicium Otvozetekbdl készilt targyakban, amely
ugyancsak elényds anyag tulajdonsagokat eredmeényez.

A Kkitlizott feladatot gy oldottuk meg, hogy a hékezelési eljarast gyors
hékezelésként végezzik, és ennek soran gyorshdkezelésként az anyagot 400 -
555°C hémérsékletre hevitjuk, 1,7 — 14,8 percig ezen a hémérseékleten tartjuk,
majd szobahdmérsékletre torténd kényszerhitést végzink.

A talalmany szerinti megoldas jelentés elénye, hogy egy egyszerd,
magas hémeérsékletli, rovid ideig tartd izzitassal igen j6 képlékenyseégi
tulajdonsagokat biztositunk. Emellett az ilyen rovid ideji hékezelés nem okoz
mérettorzulast, és ennek megfeleléen altalaban nem szikséges az anyagot
hékezelés utan egyengetni. Tovabbi elénye a rovid ideig végzett izzitasnak,
hogy gazdasagos és igen egyszeriien elvégezhetd, példaul egy
athuzokemencében. Az anyag szilardsagat a pihentetés megfeleld

megvalasztasaval lehet szabalyozni. A héntartast célszeriien legfeliebb 6,8
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percig, elénydsen legfeljebb 5 percig végezziik. Ez alatt az aluminium-szilicium
Otvozetek tulnyomo tobbsége eléri a megfeleld képlékenységet.

A pihentetést célszerien melegen 150 — 200 °C hémérséklet kozott 1-
14 6ran at végezzik.

A szerkezeti anyagként torténé felhasznalasnal célszerli lehet, ha a

pihentetést hidegen, szobahtmérsékleten végezzik.
A kitlizétt feladat megoldasahoz tartozik, hogy szferoidizalt szilicium

kivalasokat hozunk létre, amelyek atlagos vagasi felilete kisebb, mint 4 pm?. Ez

egyenletben kifejezve azt jelenti, hogy

Ms

Asi=1/nZ A <4 um, ahol
=
Asi = aszilicium részecskék atlagos feliilete pm?-ben
A = a szilicium részecskék atlagos felilete képenként pm*-ben
n = a mert részecskék szama.

Az ilyen mikroszerkezet elébnye, hogy a képlékenység javithatd, és
ugyanakkor csokkenthet$ az anyagban a repedésképzédés veszélye, mivel a
szilicium kivalasok igen finom formaban vannak jelen a szferoidizacio
kOvetkezteben. Mas szoval a szferoidizalas és a kis szemcsenagysag kedvez6
morfolégiat biztosit és a kedvezd alaku eutektikus szilicium jelentésen néveli a
szakadasi nyulasértékeket. Mechanikus terhelés esetén a fesziltségcsucsok is
csokkennek az aluminium-szilicium fazishataron. A vizsgalatok soran talaltunk
transzkrisztallin repedést az anyagban, ami jellegzetesen a magas
képlékenységre utal.

Technol6giai szempontbdl, de a magas szakitasi nyulasértékek
kialakitasa szempontjabdl is elényds, ha a szilicium kivalasok szferoidizalt
allapottak, és atlagos vagasi feluletik kisebb, mint 2 um?. A talalmany egy
valtozatanal a megoldas abban all, hogy az eutektikus fazisban Iévd
sziliciumrészecskék kdzo6tti szabad uthossz, azaz egy négyzetes feliillet és a
feluleten 1évé sziliciumrészecskék hanyadosanak négyzetgyoke kisebb, mint 4
mm, elénydsen kisebb, mint 3 mm, célszerlien kisebb, mint 2 mm. Ebben az

esetben kuléondsen homogén fesziltségeloszlas érheté el igen alacsony



10

15

20

25

30

fesziiltség csucsokkal terhelés esetén, mivel a tavolsag a kis fellletd
sziliciumrészecskék kozott jelentds mértékben befolyasolja az anyagrészek

kdzotti csuszast fesziltség esetén. A fentiek egyenletben kifejezve:

Asi = 1/nk§—i/ Ni < 4 um, ahol
Asi = a szilicium részecskék atlagos tavolsaga
Aq = a négyzetes felllet nagysaga umz-ben
Asi = a szilicium részecskék szama és
n = a mert képek szama.

A hagyomanyos megoldasoknal, amikor 2-12 o6raig terjed6 hosszusagu
izzitast végeznek, hogy a keményedés szempontjabdl hatast kifejtd 6tvozé
elemek diffaziéjat lehetévé tegyék, és a krisztallitot ezen o6tvozékben
feldusitsak, felléep az a mellékhatas ugyan, hogy a sziliciumrészecskék
szferoidizalédnak, de a hosszu izzitas kovetkeztében ezek a részecskék igen
durvak és durva eloszlasuak is, ami rendkivil hatranyos az anyag toérési
tulajdonsagaira. Teljesen meglepd volt, hogy egy rovid ideju Iokésszerl izzitas
esetén mar révid id6 elteltével is, tehat néhany perc mulva eutektikus szilicium
halé szferoidizalédott, és ily moédon az anyagban rendkivul elényos
mikroszerkezet alakult ki. Fontos azonban, hogy a gyors izzitds hémérséklete
minél magasabb, de mindenképpen célszerliien 5-20 °C-al alacsonyabb legyen,
mint a legalacsonyabb olvadaspontu fazis olvadaspontja.

A sziliciumrészecskék az izzitasi idé6 novekedésével parhuzamosan a
diffuzié hatasara ndvekedni kezdenek, és ezzel a kezdetben elénybs nagy
szferoidizalasi slirliség csokken.

Az optimalis képlékenység eléréséhez ezért a talalmany szerint az
szikséges, hogy az atlagos szferoidizalasi slrlség, azaz a 100 pmz-re jutd
szferoidizalt eutektikus sziliciumrészecskék szama nagyobb legyen, mint 10,

célszerlien 20. Ez egyenletben kifejezve:

Esi = 1/nk§1NSi/A x 100 > 10, ahol
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Esi = az eutektikus szilicium részecskék atlagos szferoidizalasi strtisége
Nsi = a szilicium részecskék szama

A = a vonatkoztatasi felilet um?-ben és

n = a mért képek szama.

Vizsgalataink azt mutattak, hogy gyakorlatilag minden eutektikumot
tartalmazé aluminium-szilicium o6tvézetben kialakithaté a talalmany szerinti
szbvetszerkezet, és az igy gyartott termékek igen jo képlékenyseggel
rendelkeznek. Kulondsen hatékony a nemesités és a szakitasi nyulas javitasa,
ha a terméket tixotrop 6ntéssel allitjuk eld.
A talalmany tovabbi részleteit kiviteli példakkal, vizsgalati
eredmeényekkel és rajz segitségével ismertetjik. A rajzon az
1. abra kulénb6z6 anyagok mechanikai tulajdonsagait mutatja a
hokezelés fuggvényében, a

2. abra ugyancsak a mechanikai tulajdonsagokat abrazolja a
hokezelés fuggvényében, a

3. abra egy csiszolat elektronmikroszkopos felvétele, a
abra egy masik csiszolat elektronmikroszké6pos felvétele, az
abra a szilicium kivalasok kozépsé sikjat mutatja az izzitasi id6
fuggvényében, a

6. abra ugyancsak a kivalasi sikokat mutatja az izzitasi id6
fuggvényében, a

7. abra a sziliciumrészecskék kdzotti szabad uthosszat abrazolja, a

abra mutatja az atlagos szferoidizalasi slrliségeket az izzitasi idd

oY

fuggvényében, a

9. abraismét kiilbnb6z6 anyagok hékezelési tulajdonsagait mutatja, a

10. abran pedig a 9. abran lathaté oszlop diagramnak megfeleld

tablazat lathato.

Az 1. abran lathatd oszlopdiagramon egy kisérleti darabbdl készitett
préban mért A szakitasi nyulasértékek lathatok a kulonbdzé modon végzett
hékezelések fluggvényében. A diagramban feltiintettik az Ry, nyulashatarokat
is. A probadarabot AISi;Mg0; 6tvozetbdl készitettik tixotrop ontéssel. A T6 jell
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hékezelés 12 o6ran at 540 °C hoémérsékleten torténd izzitast és 4 oras
pihentetést jelentett 160 °C hémérsékleten. A T6x jel(i hékezelést a talaimany
szerint végeztik 1 perces (T6 x 1), 3 perces (T6 x 3) és 5 perces (T6 x 5), 540
°C hémérsékleten végzett gyors izzitassal. Ezeket a prébadarabokat is 4 oran
at 160 °C hémérsékleten pihentettik. A szakitovizsgalatok eredményei azt
mutatjak, hogy a gyors izzitdssal kezelt munkadarabok lényegesen magasabb
szakitasi nyulassal rendelkeznek, és a T6 x 3 jellii hdkezeléssel készitett
munkadarabnal ez az érték 60 %-kal nagyobb, mint a T6 jeli hagyomanyos
hbkezeléssel készitettnél.

A 2. abran egy hasonlé probadarabot vizsgaltunk. Itt az F jeld
hékezeléssel eldallitott probadarab értékeit hasonlitottuk 6ssze a T4 x 3, T5, T6
x 3 és T6 jeli hokezeléssel kezelt prébadarabéval. Ebben az esetben is
megdfigyelheté volt a szakitasi nyuldlasértékek jelentds novekedése. Az
oszlopdiagrambol lathatd, hogy egy 3 perces gyors izzitas és hidegen
pihentetés (T4 x 3) vagy melegen pihentetés (T6 x 3) utan a talalmany szerint
hokezelt prébadarabok kiemelkedd szakitasi nyulast mutattak.

A 3. és 4. abran lathato raszter elektronmikroszkopos felvételeken a
szilicium kivalasok figyelheték meg. A felvételek készitésével és kiértékelésevel
kapcsolatban megjegyezzik, hogy a kvantitativ kiértékelés eléréséhez
megfelel6 binaris képek kell rendelkezésre alljanak. A legfeljebb 2 éraig izzitott
probadarabok elektronmikroszképos felvételét a csiszolatok 30 masodpercig
torténd maratasa utan végeztik. A maratast 99,5 % vizet és 0,5 folysavat
tartalmazo6 oldattal végeztik. A 4 oéraig bezardlag végzett izzitasokkal nyert
probadarabokat, illetve csiszolatokat pinceoldatban marattuk, és a képeket
féenymikroszkoppal vettik fel. Valamennyi képet az Adobe Photoshop 5.0
szamitdgépes programmal szerkesztettilk, és Leica QWin V:2.2 képanalizald
programmal értékeltik ki. Ennél a minimalis detektalasi felilet 0,1 pm? volt.

A 3. abra egy aluminium-szilicium AISi;MgO; 06tvozetbdl keszlt
anyagot mutat egy 12 o6ras T6 jelli izzitas utan. A felvétel raszter
elektronmikroszkoppal készilt.

A 4. abran ugyanezen anyag mikroszerkezete lathatd 3 perces gyors

izzitds utan. Jél lathato a szilicium kivalasok szferoidizalédasa mar igen révid
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idé utan, mig a 3. abran lathatd, hosszu izzitds utan készitett felvételen, a
diffuzio eredményeképpen létrejétt ndvekedés figyelhetd meg.

Az 5. és 6. abrakon a sziliciumrészecskék Ag, atlagos vagasi felulete
lathaté a csiszolatkészités soran az izzitasi idé fuggvényében, 540 °C
hémérsékletnél. A 4. abran logaritmikus tengelyen abrazoltuk a vagasi feluletek
névekedését, ami vilagosan mutatja a részecskeméretek valtozasat. A 6. abran
lathato részletes diagramon az atlagos sziliciumrészecske feluletek diffuzid
kovetkeztében fellépd jelentés novekedése latszik az elsé 60 percben. Az
izzitasi idével parhuzamosan noveked® atlagos szemcsenagysag jelentds
mértékben fugg az eutektikumban 1évé sziliciumrészecskék kezdeti
nagysagatol. Minthogy a bemutatott mikroszerkezet igen j6 eredménnyel
nemesitett és finoman eloszlott sziliciumot tartalmaz, adott esetben egy
kevésbé eredményesen nemesitett, azaz kezdetben nagyobb szilicium
részecskéket tartalmazo otvozetnél jelentdsen lerovidithetd az az id6, ami alatt
egy kritikus atlagos szilicium feltlet (As; = kb. 4 um?) elérhetd.

A 7. abran a sziliciumrészecskék atlagos tavolsagainak valtozasa
lathato az izzitasi idé fuggvényében. Az abran j6I megfigyelheté a szilicium
részecskék egymastél mért tavolsaganak jelentés ndvekedése az izzitasi id6
novekedésével.

A 8. abra az atlagos szferoidizacids slriiség jelentds csokkenését
mutatja az izzitasi id6 fuggvényében. A gérbe meredek esése mar 1,7 percnél
megindul, és a szferoidizalasi slir(iség 10 ala csokkenése gyorsan megtorténik.
Ez alatt az érték alatt mar jelentés képlékenységromlas mérhetd. Magasabb
izzitasi hémérsékletek esetében ez az érték mar 14-25 perc utan eiérhetd. Még
magasabb szakitasi nyulasértékekhez 20-nal nagyobb siriiségi erték
szikséges.

A 9. abran lathato tablazatban oszlop diagramon tiuntettik fel a
nyulashatar és a szakitasi nyulas értékeket nyolc kilénb6z6é aluminium-
szilicium 6tvozet esetére. A 10. abra pedig ezeknek a nyulashatar értékeit

mutatja. Valamennyi 6tvozetnél a taldlmany szerinti eljarassal a képlékenység

nodvelhetd volt.
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SZABADALMI IGENYPONTOK

Hokezelési eljaras célszerlen nemesitett vagy finomitott, aluminiumot,
sziliciumot és adott esetben tovabbi 6tvozéket vagy szennyezdket, példaul
magnéziumot, mangant, vasat és hasonl6 elemeket tartalmazé és eutektikus
fazissal rendelkezés ontheté vagy alakithaté otvozetbdl készilt targyak
alakithatésaganak javitasara, amelynek soran a targyakat izzitjuk, majd
pihentetjik, azzal jellemezve, hogy gyorshékezelésként az anyagot 400 -
555°C homeérsékletre hevitjik, 1,7 — 14,8 percig ezen a h&mérsékleten
tartjuk, majd szobahémérsékletre térténé kényszerhitést végzunk.

Az 1. igénypont szerinti hoékezelési eljards, azzal jellemezve, hogy a
héntartast legfeliebb 6,8 perc, elénydsen 5 perc idétartamig végezzik.

Az 1. vagy 2. igénypont szerinti hbkezelési eljaras, azzal jellemezve, hogy
a pihentetést melegen, 150 és 200° C hémérseékleten, 1 — 14 oran at
vegezzik.

Az 1. vagy 2. igénypont szerinti h6kezelési eljaras, azzal jellemezve, hogy
a pihentetést hidegen, szobahdémérsékleten végezziik.

Legalabb egy finomité 6tvozé elemet és adott esetben tovabbi 6tvozbket
vagy szennyezoket, példaul magnéziumot, mangant, vasat és hasonld
elemeket tartalmazo és eutektikus fazissal rendelkezé, aluminium - szilicium
Otvozetb6l készilt targy, amelynek eutektikus fazisa oa - matrixbdl és
szilicium kivalasbol all, azzal jellemezve, hogy a szilicium kivalasok
szferoidizalt allapotuak és atlagos vagasi fellletuk (As;) kisebb, mint 4 pmz,

azaz

[Hgls’

As; =1/n

A <4 um, ahol
k=1

a szilicium részecskék atlagos felulete pm?-ben

a szilicium részecskék atlagos feliilete képenként um?-ben

a mért részecskék szama
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Az 5. igénypont szerinti targy, azzal jellemezve, hogy a szilicium kivalasok
szferoidizalt allapotuak és atlagos vagasi felliletiik (As;) kisebb, mint 2 um?

Legalabb egy finomitd 6tvozd elemet és adott esetben tovabbi 6tvozOket
vagy szennyezdket, példaul magnéziumot, mangant, vasat és hasonlo
elemeket tartalmazoé és eutektikus fazissal rendelkez6, aluminium - szilicium
dtvozetbdl készult targy, amelynek eutektikus fazisa aa - matrixbol és
szilicium kivalasbol all, azzal jellemezve, hogy az eutektikus fazisban levo
szilicium részecskék kozotti szabad Uthossz (As), azaz egy neégyzetes

felllet és a felileten 1évé szilicium részecskék hanyadosanak négyzetgyoke

kisebb, mint 4 pym:

n
Asi = ey 2L < 4 um, ahol
k=1 N

= a szilicium részecskék atlagos tavolsaga
= a négyzetes felllet nagysaga um?-ben
= a szilicium részecskék szama és

= a mért képek szama.

A 7. igénypont szerinti targy, azzal jellemezve, hogy az eutektikus fazisban
lévd szilicium részecskék kozotti szabad Gthossz (Asi) kisebb, mint 3,
elénydsen kisebb, mint 2 um.

Legalabb egy finomitd 6tvéz6 elemet és adott esetben tovabbi 6tvézoket
vagy szennyezdket, példaul magnéziumot, mangant, vasat és hasonld
elemeket tartalmazo és eutektikus fazissal rendelkezé, aluminium - szilicium
otvozetbdl készult targy, amelynek eutektikus fazisa aa - matrixbol és
szilicium kivalasbol all, azzal jellemezve, hogy az atlagos szferoidizalasi
slriség (&si), azaz a 100 pum? — re jutd szferoidizalt eutektikus szilicium

részecskék szama nagyobb, mint 10:

n
£si= 1/n ¥ Ns/A x 100 > 10, ahol
k=1
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Esi = az eutektikus szilicium részecskék atlagos szferoidizalasi s(irisége
Nsi = a szilicium részecskék szama

A = a vonatkoztatasi feltlet um*ben és

n = a meért képek szama.

10. A 7. igénypont szerinti targy, azzal jellemezve, hogy az atlagos

szferoidizalasi sliriség (Es;) nagyobb, mint 20.

11. Az 5 - 10. igénypontok barmelyike szerinti targy, azzal jellemezve, hogy

10

15

20

25

30

tixotrop dntéssel van eldallitva.
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